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차세대 반도체소재의 비밀 3차원 영상기법으로밝혀내다
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실리콘 기반 질화갈륨(GaN) 반도체의 전기-빛
변환 효율이 낮은 이유를 밝혀냄

GaN 반도체를 실리콘 기반에서 만들 경우
결정층이 만들어지는 성장 방향에서, 기울어진
원자결함 구조가 생기는 것을 확인

3차원 현미경 영상기법을 활용하여, 결함
구조가 기존에는 예상하지 못했던
금속결합으로 구성되어 있음을 확인하여, 
빛으로 변환되는 전자의 수가 크게 줄어들어
효율 저하를 야기한다는 사실을 밝혀냄

일반적인 전자현미경 입체 영상법은 평면에
비해 수직 방향 구별 능력이 떨어져 입체적인
원자 구조의 분석이 어려운데, 연구진은 이
영상기법에 회절조건 변화를 조합하여
원자결함의 입체적 구조를 밝힐 수 있었음

회절조건 변화의 구현은 KBSI 서울센터의
단색전자빔 이중수차보정 투과전자현미경의
우수한 해상도와 입체영상 능력이 있어
가능하였음

[그림2]�실리콘-질화갈륨의 대표적 결함(칼날전위)

원자모델과 그 전자현미경 영상

연구내용

기대효과

향후 기울어진 원자결함을 피하는 성장기술이

개발되면 실리콘 기반으로도 현재의 사파이어

기반 LED와 같은 품질의 LED 생산이 가능해져

질화갈륨 LED 생산공정과 시장에 큰 변화가

예상됨

[그림1]�실리콘-질화갈륨과 사파이어-질화갈륨의 주요
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[그림3]�KBSI�서울센터 단색전자빔 이중수차보정
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